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Infineon fiihrt OptiMOS™ Fast Diode (FD)-Leistungsbauelemente mit 200V
und 250V ein — optimiert fir harte Kommutierungen der Body Diode

Neubiberg, 12. Marz 2014 — Infineon Technologies komplettiert mit den neuen
OptiMOS™ FD 200V und 250V Komponenten sein Portfolio im mittleren Span-
nungsbereich. Die neueste Generation der Leistungs-MOSFETSs ist fur harte
Kommutierungen der leitenden Body Diode optimiert und ermdglicht eine héhere
Robustheit, geringeres Spannungs-Uberschwingen sowie reduzierte Sperrerhol-
Verluste (Reverse Recovery). Das resultiert in hdchster Zuverlassigkeit des Ge-
samtsystems, insbesondere in hart schaltenden Anwendungen in Telekommunika-

tionssystemen, industriellen Stromversorgungen, Class D-Audio-Verstarkern, Mo-
torsteuerungen (fur Systeme mit 48 bis 110 V) und DC/AC-Invertern.

Hohere Zuverlassigkeit, geringere Kosten
Die OptiMOS FD-Familie bietet eine Sperrladung (Qy,), die fur héchste Perfor-
mance optimiert ist. So erreichen die OptiMOS FD 200V und 250V Komponenten
eine Qy-Reduzierung von 40 Prozent im Vergleich zu entsprechenden Standard-
OptiMOS-Versionen. Das bedeutet einen signifikanten Schritt in Richtung erhéhter
Systemzuverlassigkeit durch eine Verringerung des Spannungs-Uberschwingens,
wéahrend die Anforderungen an eine entsprechende Schutz-Schaltung (Snubber)

minimiert werden.

»Einmal mehr verschiebt Infineon die Leistungsgrenzen in der 200 und 250V-

Klasse nach oben. Unser Antrieb ist es, immer wieder Mal3stébe zu setzen. Mit
der neuen OptiMOS FD-Familie setzen wir den erfolgreichen Weg bei der Verbes-
serung der Schaltperformance fort. Dank der neuesten Generation unserer Leis-
tungs-MOSFETSs kdnnen unsere Kunden die erforderlichen Entwicklungszeiten
und -kosten, insbesondere in hart schaltenden Applikationen, verringern®, sagt Ri-
chard Kuncic, Senior Director System Segment DC/DC bei Infineon Technologies.
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Die neuen OptiMOS FD-Leistungsbauelemente bieten eine verbesserte Robust-
heit in harten Kommutierungen. Daher kénnen sie auch unter anspruchsvolleren
Bedingungen wie héheren dv/dt- und di/dt-Raten sowie in h6heren Stromdichten
im Vergleich zu bisher verfiigbaren 200 und 250V-Technologien eingesetzt wer-
den. Das fuhrt au3erdem zu einem vereinfachten Designprozess. Dariiber hinaus
verringern die OptiMOS FD-Komponenten den Durchlasswiderstand (Rpsn)) um
bis zu 45 Prozent und die Figure of Merit (FOM) um bis zu 65 Prozent im Ver-
gleich zu alternativen Bauelementen. Damit bieten sie den héchsten Wirkungsgrad
und die héchste Leistungsdichte.

Portfolio und Verfugbarkeit

Das OptiMOS FD 200V-Portfolio beinhaltet Varianten im D?’PAK-Geh&use mit ei-
nem Rps(n) von 11,7 mQ und im TO-220-Gehause mit einem Rpson) von 12 mQ.
Das OptiMOS FD 250V-Portfolio besteht aus einer TO-220-Ausfihrung mit einem
Rbs(on) VON 22 mQ.

Samples sind in beiden Spannungsklassen und in allen Gehausen verfligbar.

Weitere Informationen zu den neuen OptiMOS Fast Diode 200V und 250V-
Familien stehen zur Verfigung unter: www.infineon.com/optimosFD

Uber Infineon

Die Infineon Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlésungen an, die drei
zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffi-
zienz, Mobilitat sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 26.700 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschéaftsjahr 2013 (Ende September) einen Um-
satz von 3,84 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol
.IFX“und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter
dem Symbol ,IFNNY* notiert.
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